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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein SiC-
Halbleiterbauteil, das einen Stromerfassungsab-
schnitt aufweist.

Stand der Technik

[0002] Es ist ein Halbleiterbauteil bekannt gewor-
den, welches einen Stromerfassungsabschnitt auf-
weist, um einen Stromwert eines Hauptstromes
eines Bauteiles zu erfassen, und ferner sind bspw.
Halbleiterbauteile in den Patentdokumenten 1 und 2
vorgeschlagen worden.

Dokumente des Standes der Technik
Patentdokumente

Patentdokument 1: Japanische Patentanmel-
dungsverdffentlichung JP HO8- 46 193 A

Patentdokument 2: Japanische Patentanmel-
dungsverdffentlichung JP H11- 74 370 A

[0003] Das Dokument US 2011 / 0 198 587 A1
betrifft ein Leistungs-Halbleiterbauteil mit einem
Haupt-MOSFET und Erfassungs-MOSFETs, die
jeweils Elektroden-Pads aufweisen, die mit Termin-
als an der AuRenseite eines Gehauses verbunden
sind.

[0004] Das Dokument US 2013/0 313 569 A1 offen-
bart einen Halbleiter-Gassensor. Das Dokument
US 2006 /0 073 637 A1 zeigt ein weiteres Halbleiter-
bauteil.

Uberblick tiber die Erfindung
Technisches Problem

[0005] Generell ist ein Stromerfassungsabschnitt in
einem Bereich bzw. hinsichtlich seines Flachenberei-
ches kleiner ausgebildet als ein Source-Abschnitt,
durch den ein Hauptstrom flieBt. Ein Flachenbe-
reichsverhaltnis zwischen dem Stromerfassungsab-
schnitt und dem Source-Abschnitt definiert ein Erfas-
sungsverhaltnis, wenn der Hauptstrom erfasst wird.
Zusatzlich hierzu wird der Stromwert des Hauptstro-
mes berechnet durch Multiplizieren des Wertes eines
elektrischen Stromes, der tatsachlich durch den
Stromerfassungsabschnitt geflossen ist, mit dem
Erfassungsverhaltnis.

[0006] Wenn Randbedingungen neben der Flachen-
bereichsbedingung vollstandig identisch zueinander
sind, kénnte der Stromwert des Hauptstromes auch
genau erfasst werden, indem ausschliellich das
Erfassungsverhaltnis berlcksichtigt wird. In der Pra-
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xis existieren jedoch Unterschiede hinsichtlich einer
Bedingung, gemaR der der Stromerfassungsab-
schnitt und der Source-Abschnitt angeordnet wer-
den, und diese Unterschiede beeinflussen die Erfas-
sungsgenauigkeit.

[0007] Beispielsweise ist ein Pad eines Source-
Abschnittes relativ grof3, und der Flachenbereich
der Besetzung bzw. die Bedeckungsflache bzw. die
Besetzungsflachen eines Bond-Drahtes in Bezug auf
das Pad ist klein. Andererseits ist ein Pad des Strom-
erfassungsabschnittes relativ klein, und daher wird
die Besetzungsflache des Bond-Drahtes in Bezug
auf das Pad grof3. Dies ruft einen Unterschied in der
Warmemenge hervor, die durch den Bond-Draht ent-
weicht, und es besteht daher eine Mdglichkeit, dass
ein Fehler gro wird, der in einem Einschalt-Wider-
stand (on-resistance) zwischen dem Source-
Abschnitt und dem Stromerfassungsabschnitt
erzeugt wird. Dieser Fehler des Einschalt-Widerstan-
des beeintrachtigt die Erfassungsgenauigkeit des
Stromwertes des Hauptstromes.

[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
besteht darin, ein SiC-Halbleiterbauteil anzugeben,
das dazu in der Lage ist, die Erfassungsgenauigkeit
des Stromwertes eines Hauptstromes zu verbes-
sern, der durch einen Stromerfassungsabschnitt
erfasst wird, und zwar dadurch, dass man ein Ent-
weichen von Warme aus dem Stromerfassungsab-
schnitt hin zu einem Verdrahtungselement
beschrankt, das an eine erfassungs-seitige Oberfla-
chenelektrode gefiigt bzw. damit verbunden ist.

Lésung fiir das Problem

[0009] Ein Halbleiterbauteil gemaf einer bevorzug-
ten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung
gemal Anspruch 1 beinhaltet eine Halbleiterschicht,
die aus SiC hergestellt ist; einen Source-Abschnitt,
der an der Halbleiterschicht ausgebildet ist und der
auf einer Hauptstromseite eine erste Einheitszelle
beinhaltet, einen Stromerfassungsabschnitt, der an
der Halbleiterschicht ausgebildet ist und der auf
einer Stromerfassungsseite eine zweite Einheitszelle
beinhaltet, eine source-seitige Oberflachenelekt-
rode, die oberhalb des Source-Abschnittes angeord-
net ist, und eine erfassungs-seitige Oberflachene-
lektrode, die so angeordnet ist, dass wenigstens ein
Teil der erfassungs-seitigen Oberflachenelektrode
eine Region beinhaltet, die oberhalb des Stromerfas-
sungsabschnittes angeordnet ist, wobei in dem Halb-
leiterbauteil die zweite Einheitszelle an einer Position
unterhalb der erfassungs-seitigen Oberflachenelekt-
rode angeordnet ist, und zwar so, um zu vermeiden,
dass sie direkt unterhalb von einem Verbindungsteil
eines Verdrahtungselementes angeordnet ist.

[0010] Gemal dieser Anordnung ist die zweite Ein-
heitszelle auf der Stromerfassungsseite so angeord-
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net, dass vermieden wird, dass sie direkt unterhalb
eines Verbindungsteils des Verdrahtungselementes
angeordnet ist. Dies ermdglicht es, eine festgelegte
Distanz zwischen der zweiten Einheitszelle und dem
Verdrahtungselement  aufrechtzuerhalten,  und
ermoglicht es folglich, das Entweichen von Warme,
die an der zweiten Einheitszelle erzeugt wird, zu
beschrénken, wahrend vorzugsweise eine Ubertra-
gung auf das Verdrahtungselement erfolgt. Es ist
daher mdglich, einen Fehler zu verkleinern, der in
einem Einschalt-Widerstand zwischen der ersten
Einheitszelle des Source-Abschnittes und der zwei-
ten Einheitszelle des Stromerfassungsabschnittes
erzeugt wird. Zusatzlich hierzu wird die zweite Ein-
heitszelle nicht direkt unterhalb des Verbindungsteils
des Verdrahtungselementes angeordnet, und es ist
daher méglich, zu verhindern, dass ein Stol3, der her-
vorgerufen wird, wenn das Verdrahtungselement an
die erfassungs-seitige Oberflachenelektrode gefugt
wird, direkt auf die zweite Einheitszelle verlauft bzw.
gerichtet ist, und es ist daher mdglich, zu unterdri-
cken, dass die zweite Einheitszelle bricht bzw. zer-
stort wird. Im Ergebnis ist es mdglich, die Erfas-
sungsgenauigkeit des Stromwertes eines
Hauptstromes zu verbessern, der von dem Stromer-
fassungsabschnitt erfasst wird.

[0011] Die Verwendung der Halbleiterschicht, die
aus SiC hergestellt ist, ermodglicht es, eine Anord-
nung zu erreichen, bei der die zweite Einheitszelle
so angeordnet ist, dass vermieden wird, dass sie
direkt unterhalb des Verbindungsteils des Verdrah-
tungselementes angeordnet wird, wie oben erwahnt.
Mit anderen Worten ist in einem Si-Halbleiterbauteil
die Menge bzw. der Betrag des pro Einheitsflache
flieRenden Stromes klein, und daher ist es erforder-
lich, einen Zellflachenbereich (,cell area®) fir einen
etwas grofen Erfassungsabschnitt auf ein geeigne-
tes Erfassungsverhaltnis (etwa 1000 bis 2000) zu
setzen, bei dem eine hohe Erfassungsgenauigkeit
erzielt wird, und zwar in Bezug auf einen Source-
Abschnitt, der einen groRen Flachenbereich hat,
durch den ein Strom flie3t, und es ist daher schwie-
rig, dieses so auszubilden, dass vermieden wird,
dass eine Anordnung davon direkt darunter erfolgt.
Bei einem SiC-Halbleiterbauteil ist hingegen die
Menge des pro Einheitsflache flieRenden Stromes
grof}, und es ist daher mdglich, ein geeignetes Erfas-
sungsverhaltnis zu gewabhrleisten, selbst wenn der
Erfassungsabschnitt in einem Zellflachenbereich in
Bezug auf den Source-Abschnitt klein ist, und es ist
daher mdglich, dieses so auszubilden, dass eine
Positionierung davon direkt hierunter vermieden
wird.

[0012] Das Halbleiterbauteil kann einen Zwischen-
schichtisolierfilm beinhalten, der zwischen dem
Stromerfassungsabschnitt und der erfassungs-seiti-
gen Oberflachenelektrode angeordnet ist, und kann
einen Gate-Isolierfilm beinhalten, der an einer Posi-
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tion angeordnet ist, die niedriger liegt als der Zwi-
schenschichtisolierfilm, wobei der Zwischenschichti-
solierfilm in dem Halbleiterbauteil dicker ausgebildet
sein kann als der Gate-Isolierfilm.

[0013] GemalR dieser Anordnung ist es moglich,
einen Stold zu verringern, der durch die zweite Ein-
heitszelle verlauft. wenn das Verdrahtungselement
an die erfassungs-seitige Oberflachenelektrode
geflgt wird. Im Ergebnis ist es mdglich, die Verlass-
lichkeit der Erfassungsgenauigkeit des Stromwertes
eines Hauptstromes zu gewahrleisten.

[0014] Bei dem Halbleiterbauteil kann der Stromer-
fassungsabschnitt in einer Region ausgebildet wer-
den, die von dem Source-Abschnitt umgeben ist.

[0015] GemalR dieser Anordnung bzw. Ausfiihrungs-
form ist es moglich, die Menge der Warmeerzeugung
des Stromerfassungsabschnittes nahe an jenen des
Source-Abschnittes zu bringen, und es ist daher
moglich, einen Fehler in einem Einschalt-Widerstand
zu verringern, der aufgrund einer Differenz in der
Menge der Warmeerzeugung erzeugt wird.

[0016] Das Halbleiterbauteil kann einen Passivie-
rungsfilm beinhalten, der selektiv einen Abschnitt
abdeckt, der direkt oberhalb bzw. Gber der zweiten
Einheitszelle der erfassungs-seitigen Oberflachene-
lektrode angeordnet ist und der eine Offnung auf-
weist, durch die hindurch ein Teil der erfassungs-sei-
tigen Oberflachenelektrode als ein erfassungs-
seitiges Pad freigelegt ist.

[0017] Gemal dieser Anordnung sind der Abschnitt,
der direkt Uber der zweiten Einheitszelle angeordnet
ist, und das erfassungs-seitige Pad klar voneinander
unterscheidbar, wenn eine Betrachtung von auller-
halb des Halbleiterbauteils erfolgt, und es ist daher
mdglich, zu verhindern, dass das Verdrahtungsele-
ment in fehlerhafter Art und Weise an den Abschnitt
geflgt wird, der direkt oberhalb der zweiten Einheits-
zelle angeordnet ist. Es ist daher mdglich, verlasslich
eine feste Distanz bzw. einen festgelegten Abstand
zwischen der zweiten Einheitszelle und dem Ver-
drahtungselement aufrechtzuerhalten.

[0018] Bei dem Halbleiterbauteil kénnen die erste
Einheitszelle und die zweite Einheitszelle jeweils
wechselseitig gleiche Zellstrukturen besitzen.

[0019] GemaR dieser Ausflihrungsform ist es mog-
lich ein Erfassungsverhaltnis abzuschatzen, wenn
der Stromwert des Hauptstromes aus einem Zellver-
haltnis zwischen der ersten Einheitszelle und der
zweiten Einheitszelle berechnet wird, und es ist
daher moglich, eine Stromerfassung auf leichte Art
und Weise durchzufuhren.
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[0020] Bei dem Halbleiterbauteil kann der Stromer-
fassungsabschnitt nur an einem Ort (,place®) in einer
Richtung innerhalb einer Ebene bzw. in einer Ebene
(»in-plane direction®) der Halbleiterschicht ausgebil-
det sein.

[0021] Gemaly dieser Ausfihrungsform ist es
moglich, eine Bauraumeinsparung eines Oberfla-
chenteils der Halbleiterschicht zu erreichen.

[0022] Bei dem Halbleiterbauteil kann der Zwi-
schenschichtisolierfiim eine Dicke von 1 um oder
mehr besitzen.

[0023] GemalR dieser Ausfiihrungsform ist es mog-
lich, eine hinreichend hohe StoRwiderstandskraft
(zum Beispiel einen Draht-Bond-Widerstandskraft)
fur den Zwischenschichtisolierfilm zu erteilen.

[0024] Das Halbleiterbauteil kann eine gate-seitige
Oberflachenelektrode beinhalten, die an der Halblei-
terschicht angeordnet ist und die eine gate-seitige
Verbindungsregion bzw. Flgeregion besitzt, auf die
bzw. an die ein Verdrahtungselement gefiigt ist bzw.
mit der ein Verdrahtungselement verbunden ist, und
der Zwischenschichtisolierfilm kann in dem Halblei-
terbauteil ebenfalls an einem Ort direkt unterhalb
der gate-seitigen Verbindungsregion angeordnet
sein.

[0025] GemaR dieser Anordnung ist es moglich, in
dem gleichen Prozessschritt einen Zwischenschich-
tisolierfilm, mit dem der Source-Abschnitt bedeckt ist,
und einen Zwischenschichtisolierfilm zu bilden, mit
dem der Gate-Abschnitt abgedeckt ist, und es ist
daher méglich, einen Herstellungsprozess zu verkulr-
zen.

[0026] Bei dem Halbleiterbauteil kann der Zwi-
schenschichtisolierfilm einen SiO,-Film beinhalten,
und der SiO,-Film kann P (Phosphor) oder B (Bor)
enthalten.

[0027] Der SiO,-Film wird auf einfache Art und
Weise hergestellt, und dann, wenn der SiO,-Film P
(Phosphor) oder B (Bor) enthalt, ist es auch mdoglich,
einen Reflow-Prozess durchzufihren, nachdem der
Film erzeugt worden ist. Es ist mdglich, den Zwi-
schenschichtisolierfilm  (SiOx-Film) durch den
Reflow-Prozess auf einfache Art und Weise flach zu
gestalten (,flatten®), und es ist daher moglich, das
Verdrahtungselement auf einfache Art und Weise
zu fugen bzw. zu verbinden, was mdglicherweise
die Warmeabfuhrfahigkeit des Stromerfassungsab-
schnittes beeinflusst, und zwar gemafl einem Kon-
struktionsplan.

[0028] Bei dem Halbleiterbauteil kann die erfas-
sungs-seitige Oberflachenelektrode eine Elektrode
beinhalten, die eine Schichtstruktur hat, bei der Ti,
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TiN und AICu in dieser Reihenfolge von unten ausge-
hend stapelartig Gibereinander angeordnet sind.

[0029] GemaR dieser Anordnung ermoglicht die
Verwendung von AlCu fur die oberste Flache der
erfassungs-seitigen  Oberflachenelektrode, der
Elektrode eine zufriedenstellende Stowiderstands-
festigkeit bzw. -kraft) (zum Beispiel Draht-Bond-
Widerstandskraft) zu erteilen.

[0030] Das Halbleiterbauteil kann eine gate-seitige
Oberflachenelektrode beinhalten, die an der Halblei-
terschicht angeordnet ist, und kann einen Passivie-
rungsfilm beinhalten, der eine Offnung aufweist, tber
die ein Teil der erfassungs-seitigen Oberflachene-
lektrode als ein erfassungs-seitiges Pad freigelegt
ist, und der eine Offnung aufweist, (iber die ein Teil
der gate-seitigen Oberflachenelektrode als ein gate-
seitiges Pad freigelegt ist, wobei das erfassungs-sei-
tige Pad und das gate-seitige Pad bei dem Halblei-
terbauteil jeweils so ausgebildet sein konnen, dass
sie in der gleichen Richtung eine langliche bzw.
lange Form haben.

[0031] Gemall dieser Anordnung ist es mdglich,
dass die Verdrahtungselemente sich aus der glei-
chen Richtung hin zu dem erfassungs-seitigen Pad
bzw. dem gate-seitigen Pad erstrecken und daran
gefligt werden, und es ist daher mdglich, die Ver-
drahtungselemente auf einfache Art und Weise zu
verlegen (,lay“), wenn ein Gehause zusammenge-
baut wird.

Figurenliste

[Fig. 1] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht
auf ein Halbleiterbauteil gemaf einer bevorzug-
ten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[Fig. 2] Fig. 2 ist eine vergroRerte Ansicht einer
Region, die in Fig. 1 von einer gestrichelten
Linie Il umgeben ist.

[Fig. 3] Fig. 3 ist eine vergroRerte Ansicht einer
Region, die in Fig. 2 von einer gestrichelten
Linie Il umgeben ist.

[Fig. 4] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht in
einer Schnittebene entlang einer Linie IV-IV der
Fig. 3.

[Fig. 5] Fig. 5 ist eine vergroRerte Ansicht um
ein gate-seitiges Pad der Fig. 1.

[Fig. 6] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht in
einer Schnittebene entlang einer Linie VI-VI
der Fig. 5.

[Fig. 7] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht in
einer Schnittebene entlang einer Linie VII-VII
der Fig. 5.
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[Fig. 8] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht in
einer Schnittebene entlang einer Linie VIII-VIII
der Fig. 5.

[Fig. 9] Fig. 9 ist ein Schaltungsdiagramm zum
Beschreiben einer Stromerfassung in dem Halb-
leiterbauteil.

[Fig. 10] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm, das
einen Herstellungsprozess fir das Halbleiter-
bauteil zeigt.

[Fig. 11] Fig. 11 ist eine Ansicht, die eine Modifi-
kation einer Gate-Struktur des Halbleiterbauteils
zeigt.

[Fig. 12] Fig. 12 ist eine Ansicht, die eine Modifi-
kation eines erfassungs-seitigen Pads des
Halbleiterbauteils zeigt.

Beschreibung von Ausflihrungsformen

[0032] Bevorzugte Ausfiihrungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachstehend im Detail
unter Bezugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen
beschrieben.

[0033] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht auf
ein Halbleiterbauteil 1 gemaR einer bevorzugten
Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung.

[0034] Das Halbleiterbauteil 1 beinhaltet ein Halblei-
ter-Substrat 2, bei dem es sich um ein Beispiel einer
Halbleiterschicht der vorliegenden Erfindung handelt
und das in einer Draufsicht in einer vierseitigen Form
ausgebildet ist. Das Halbleiter-Substrat 2 hat vier
Seiten 3A, 3B, 3C und 3D in der Draufsicht.

[0035] Eine Vielzahl von Oberflachenelektrodenfil-
men 4 ist auf dem Halbleiter-Substrat 2 gebildet, der-
art, dass diese getrennt voneinander sind. Die Ober-
flachenelektrodenfiime 4 beinhalten eine source-
seitige Oberflachenelektrode 5, eine erfassungs-sei-
tige Oberflachenelektrode 6 und eine gate-seitige
Oberflachenelektrode 7. Die source-seitige Oberfla-
chenelektrode 5 ist in den meisten Regionen an dem
Halbleiter-Substrat 2 ausgebildet (der schraffierte
Bereich der Fig. 1 und Regionen von source-seitigen
Pads 14A, 14B und 14B sind nachstehend beschrie-
ben), und Entfernungsregionen (,removal regions) 8
und 9, fUr die ein Teil der source-seitigen Oberflache-
nelektrode 5 entfernt worden ist, sind Ausbildungsre-
gionen (,formation regions®) fir die erfassungs-sei-
tige Oberflachenelektrode 6 bzw. fiir die gate-seitige
Oberflachenelektrode 7. Beide Entfernungsregionen
8 und 9 sind so definiert, dass sie von der source-
seitigen Oberflachenelektrode 5 umgeben sind.

[0036] Ein Passivierungsfilm 10, der die Vielzahl von
Oberflachenelektrodenfilmen 4 gesamthaft abdeckt,
und zwar mit dem einzelnen Film 10, ist an dem Halb-
leiter-Substrat 2 ausgebildet. Der Passivierungsfilm
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10 weist eine Vielzahl von Pad-Offnungen 11, 12
und 13 auf. Die source-seitige Oberflachenelektrode
5, die erfassungs-seitige Oberflachenelektrode 6 und
die gate-seitige Oberflachenelektrode 7 liegen
gegeniiber den Pad-Offnungen 11, 12 bzw. 13 frei,
und zwar als source-seitige Pads 14A und 14B, als
ein erfassungs-seitiges Pad 15 bzw. als ein gate-sei-
tiges Pad 16.

[0037] Die Vielzahl von source-seitigen Pads 14A
und 14B sind so angeordnet, dass sie voneinander
getrennt sind. In Fig. 1 sind an dem Halbleiter-Sub-
strat 2 drei source-seitige Pads 14A, 14B und 14B
vorgesehen. Das source-seitige Pad 14A, bei dem
es sich um eines der drei source-seitigen Pads han-
delt, ist ndher an einer Seite 3A des Halbleiter-Sub-
strates 2 angeordnet, und zwar in einem zentralen
Teil in einer Richtung entlang der Seite 3A, und die
verbleibenden source-seitigen Pads 14B und 14B
sind auf beiden jeweiligen Seiten des source-seitigen
Pads 14A angeordnet. Die source-seitigen Pads 14B
und 14B, die auf beiden Seiten jeweils angeordnet
sind, haben Erstreckungsabschnitte 17 und 17, die
sich in Richtung hin zu einer Seite 3C gegenuberlie-
gend der Seite 3A erstrecken, und zwar in Bezug auf
das source-seitige Pad 14A, das zwischen den
source-seitigen Pads 14B und 14B angeordnet ist.
Die Erstreckungsabschnitte 17 liegen einander
gegeniber, mit einem Intervall bzw. Abstand dazwi-
schen, und definieren eine Region 18, in der das
gate-seitige Pad 16 angeordnet ist, und zwar an
einem Teil benachbart zu dem source-seitigen Pad
14A, das zwischen den source-seitigen Pads 14B
und 14B angeordnet ist. Obgleich die Vielzahl der
source-seitigen Pads 14A und 14B voneinander im
Erscheinungsbild getrennt sind, sind diese source-
seitigen Pads 14A und 14B (ber die schraffierte
Region der Fig. 1 unterhalb des Passivierungsfilms
10 miteinander verbunden, so dass die source-seiti-
gen Pads 14A und 14B miteinander verbunden bzw.
vereinigt sind und als die source-seitige Oberflache-
nelektrode 5 dienen.

[0038] Das erfassungs-seitige Pad 15 ist nur an
einem Eckabschnitt des vierseitigen Halbleiter-Sub-
strates 2 angeordnet. Dies ermdglicht es, an dem
Halbleiter-Substrat 2 Raum zu sparen. Das erfas-
sungs-seitige Pad 15 ist in einer Form ausgebildet,
die lang entlang der zwei Seiten 3B und 3D des Halb-
leiter-Substrates 2 ist, und es ist von einem der zwei
source-seitigen Pads 14B und 14B umgeben. In dem
erfassungs-seitigen Pad 15 kann ein Teil von dessen
Umfang bzw. Peripherie von dem source-seitigen
Pad 14B umgeben sein, wie es in Fig. 1 gezeigt ist,
oder der gesamte Umfang hiervon kann von dem
source-seitigen Pad 14B umgeben sein (nicht
gezeigt).

[0039] Das gate-seitige Pad 16 ist in der Region 18
zwischen den source-seitigen Pads 14B und 14B
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angeordnet, die einander gegenuberliegen. Das
gate-seitige Pad 16 ist in einer Form ausgebildet,
die lang entlang der Seiten 3B und 3D des Halblei-
ter-Substrates 2 ausgerichtet ist, bzw. ausgebildet
ist, und zwar auf die gleiche Art und Weise wie das
erfassungs-seitige Pad 15.

[0040] Die gate-seitige Oberflachenelektrode 7
beinhaltet zusatzlich einen Gate-Finger 19, der sich
von dem gate-seitigen Pad 16 erstreckt. Der Gate-
Finger 19 ist mit dem Passivierungsfilm 10 bedeckt.
Der Gate-Finger 19 beinhaltet einen zentralen
Abschnitt 20, der sich in einer Richtung von der
Seite 3C des Halbleiter-Substrates 2 in Richtung hin
zu der Seite 3A gegenuberliegend der Seite 3C
erstreckt, derart, dass er sich durch die Mitte der
source-seitigen Oberflachenelektrode 5 erstreckt,
und einen Umfangsabschnitt 21, der sich entlang
einer Umfangskante des Halbleiter-Substrates 2
(d.h. entlang der Seiten 3B, 3C und 3D in Fig. 1)
erstreckt und der die source-seitige Oberflachene-
lektrode 5 umgibt.

[0041] Ein source-seitiger Draht 22, ein erfassungs-
seitiger Draht 23 und ein gate-seitiger Draht 24 sind
mit den source-seitigen Pads 14A und 14B, mit dem
erfassungs-seitigen Pad 15 bzw. mit dem gate-seiti-
gen Pad 16 verbunden. Beispielsweise werden als
die Drahte 22 bis 24 Aluminiumdrahte verwendet.
Der Aluminiumdraht wird normalerweise nicht durch
Ball- bzw. Kugel-Bonden gefiigt, sondern durch Fein-
keil-Bonden (,slender” Keil- bzw. Wedge-Bonden").
Wenn das erfassungs-seitige Pad 15 und das gate-
seitige Pad 16 jeweils in einer Form lang bzw. lang-
lich in der gleichen Richtung wie in Fig. 1 ausgebildet
sind, ist es daher maoglich, dass sich die Drahte 23
und 24 aus der gleichen Richtung hin zu dem erfas-
sungs-seitigen Pad 15 bzw. zu dem gate-seitigen
Pad 16 erstrecken und hieran gefligt werden. Im
Ergebnis ist es moglich, die Drahte auf einfache Art
und Weise zu verlegen, wenn ein Gehause zusam-
mengesetzt wird bzw. wenn eine Package-Assembly
erfolgt.

[0042] Unter Bezugnahme auf den Durchmesser
von jedem der Drahte 22 bis 24 kann der Durchmes-
ser des source-seitigen Drahtes 22 bspw. in einem
Bereich von 300 um bis 500 um liegen, und der
Durchmesser des erfassungs-seitigen Drahtes 23
und jener des gate-seitigen Drahtes 24 kdnnen
bspw. in einem Bereich von 100 um bis 200 um lie-
gen.

[0043] Als ein Verdrahtungselement, mittels dessen
die source-seitigen Pads 14A und 14B, das erfas-
sungs-seitige Pad 15 und das gate-seitige Pad 16
mit der AufRenseite verbunden sind, muss nicht not-
wendigerweise ein Bond-Draht verwendet werden,
und als das Verdrahtungselement kann ein anderes
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Verdrahtungselement wie eine Bond-Platte oder ein
Bond-Band verwendet werden.

[0044] Fig. 2 ist eine vergrolierte Ansicht einer
Region, die in Fig. 1 von einer gestrichelten Linie Il
umgeben ist.

[0045] Im Erscheinungsbild ist die erfassungs-sei-
tige Oberflachenelektrode 6 als das erfassungs-sei-
tige Pad 15 freigelegt, das in einer im Wesentlichen
rechteckigen Form in einer Draufsicht ausgebildet
ist, und zwar in einem Zustand, bei dem ein Teil (in
Fig. 2 ein Eckabschnitt) der erfassungs-seitigen
Oberflachenelektrode 6 mit dem Passivierungsfilm
10 bedeckt ist, obgleich die erfassungs-seitige Ober-
flachenelektrode 6 in eine rechteckigen Form in einer
Draufsicht ausgebildet ist, wie es in Fig. 2 dargestellt
ist. Vorzugsweise betragen die Lange L1 einer lan-
gen Seite und die Lange L2 einer kurzen Seite des
erfassungs-seitigen Pads 15 vom Wert her 1,2 mm
oder weniger bzw. 0,6 mm oder weniger. Dies ermog-
licht es, die Grolie des erfassungs-seitigen Pads 15
auf 0,72 mmz2 oder weniger zu begrenzen, und es ist
daher moglich, eine Zunahme eines Einschalt-
Widerstandes einer erfassungs-seitigen Einheits-
zelle 40 zu beschranken (nachstehend beschrieben).
Zusatzlich hierzu kann das erfassungs-seitige Pad
15 schlank (,slender®) ausgebildet werden, und
zwar durch VergréRern der Lange L1 der langen
Seite auf etwa das Zweifache der Lange L2 der kur-
zen Seite, was es ermdglicht, einen Bond-Draht
(erfassungs-seitiger Draht 23) im Wege des Keil-
bzw. Wedge-Bondens auf einfache Art und Weise
zu fligen bzw. anzuschlief3en.

[0046] Die Region 25, die mit dem Passivierungsfilm
10 bedeckt ist, ist in einer Draufsicht in eine rechte-
ckigen Form ausgebildet, und eine kurze Seite und
eine lange Seite der Region 25 bilden einen Erstre-
ckungsabschnitt der kurzen Seite bzw. einen Erstre-
ckungsabschnitt der langen Seite des erfassungs-
seitigen Pads 15. Die Region 25, die hiermit abge-
deckt ist, muss nicht notwendigerweise in einer
Draufsicht in einer Rechteckform ausgebildet sein,
sondern kann eine andere Form haben (bspw. eine
quadratische Form, eine Kreisform oder eine
Dreieckform). Natdirlich ist ihre Position gleicherma-
Ren nicht notwendigerweise an einem Eckabschnitt
der erfassungs-seitigen Oberflachenelekirode 6
anzuordnen, sondern sie kann bspw. zwischen bei-
den Enden einer Seite der erfassungs-seitigen Ober-
flachenelektrode 6 angeordnet werden.

[0047] Ein Stromerfassungsabschnitt 26, der als
eine Aggregation von vielen erfassungs-seitigen Ein-
heitszellen 40 (nachstehend beschrieben) dient, ist
an einem Ort direkt unterhalb der abgedeckten
Region 25 ausgebildet. Andererseits ist der Stromer-
fassungsabschnitt 26 nicht an einem Ort direkt unter-
halb des erfassungs-seitigen Pads 15 ausgebildet.
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Mit anderen Worten ist bei der vorliegenden bevor-
zugten Ausfuhrungsform die Gesamtheit des Strom-
erfassungsabschnittes 26 bzw. der Stromerfas-
sungsabschnitt 26 insgesamt so ausgebildet, dass
vermieden wird, dass er direkt unterhalb des erfas-
sungs-seitigen Pads 15 angeordnet ist.

[0048] Andererseits ist um die erfassungs-seitige
Oberflachenelektrode 6 herum ein Source-Abschnitt
27 ausgebildet, der als eine Ansammlung bzw.
Aggregation von vielen hauptstrom-seitigen Einheits-
zellen 34 (nachstehend beschrieben) dient. Der
Source-Abschnitt 27 ist an einem Ort direkt unterhalb
der source-seitigen Oberflachenelektrode 5 ausge-
bildet und ist so gebildet, dass er die erfassungs-sei-
tige Oberflachenelektrode 6 in einer Draufsicht
umgibt. Der Source-Abschnitt 27 kann an einem Ort
direkt unterhalb der Gesamtheit der source-seitigen
Oberflachenelektrode 5 angeordnet sein, wie es in
Fig. 1 gezeigt ist (nicht gezeigt).

[0049] Fig. 3 ist eine vergroRerte Ansicht einer
Region, die in Fig. 2 durch eine gestrichelte Linie IlI
umgeben ist. Fig. 4 ist eine Schnittansicht in einer
Schnittebene entlang einer Linie IV-IV der Fig. 3.
Fig. 5 ist eine vergroRRerte Ansicht um das gate-sei-
tige Pad 16 der Fig. 1. Fig. 6 ist eine Schnittansicht in
einer Schnittebene entlang einer Linie VI-VI der
Fig. 5. Fig. 7 ist eine Schnittansicht in einer Schnitt-
ebene entlang einer Linie VII-VII der Fig. 5. Fig. 8 ist
eine Schnittansicht in einer Schnittebene entlang
einer Linie VIII-VIII der Fig. 5. In Fig. 4 sind Teile,
die sich in lateraler Richtung der Fig. 3 wiederholen,
teilweise ausgenommen.

[0050] Wie es in Fig. 4 und in Fig. 6 bis Fig. 8
gezeigt ist, kann das Halbleiter-Substrat 2 ein SiC-
Epitaxiesubstrat sein, welches ein Basissubstrat 28
und eine Epitaxieschicht 29 auf dem Basissubstrat
28 beinhaltet. Bei der vorliegenden bevorzugten
Ausfiihrungsform weist das Halbleiter-Substrat 2 ein
Basissubstrat 28 auf, das aus SiC vom n*-Typ ist
(dessen Konzentration bspw. in einem Bereich von
1 x 1017 cm=3 bis 1 x 1019 cm-3 liegt), und weist eine
Epitaxieschicht 29 auf, die aus SiC vom n--Typ ist
(dessen Konzentration bspw. in einem Bereich von
1 x 10"4 cm=3 bis 1 x 1017 cm-3 liegt) .

[0051] Eine Wanne (,well“) 30 vom p--Typ (deren
Konzentration bspw. in einem Bereich von 1 x 1014
cm-3 bis 1 x 1019 cm-3 liegt) ist an einem Oberfla-
chenteil der Epitaxieschicht 29 vom n--Typ ausgebil-
det. Die Wanne 30 vom p--Typ beinhaltet eine haupt-
strom-seitige Korperwanne 31 vom p-Typ, eine
erfassungs-seitige Korperwanne 32 vom p-Typ,
und eine gate-seitige Wanne 33 vom p~-Typ. Wie es
in Fig. 4 gezeigt ist, sind die hauptstrom-seitige Kor-
perwanne 31 vom p~-Typ und die erfassungs-seitige
Kdrperwanne 32 vom p--Typ so ausgebildet, dass sie
getrennt voneinander sind. Wie es in Fig. 6 gezeigt
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ist, ist die gate-seitige Wanne 33 vom p~-Typ mit der
hauptstrom-seitigen Koérperwanne 31 vom p--Typ
verbunden.

[0052] Die hauptstrom-seitige Kérperwanne 31 vom
p-Typ beinhaltet einen Zellbildungsabschnitt 35, der
eine hauptstrom-seitige Einheitszelle 34 bildet, bei
der es sich um ein Beispiel einer ersten Einheitszelle
der vorliegenden Erfindung handelt, und beinhaltet
einen Feldbildungsabschnitt 36, der eine vergleichs-
weise breite Region hat. Mit anderen Worten definiert
jeder Zellbildungsabschnitt 35 die hauptstrom-seitige
Einheitszelle 34, bei der es sich um eine Minimalein-
heit handelt, durch die ein Hauptstrom flief3t.

[0053] Wie es in den Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt ist,
sind viele Zellbildungsabschnitte 35 nach der Art
einer Matrix angeordnet, wobei sie somit den
Source-Abschnitt 27 aufbauen.

[0054] Der Feldbildungsabschnitt 36 ist so geformt,
dass er die vielen Zellbildungsabschnitte 35 umgibt,
und verbindet benachbarte Zellbildungsabschnitte
35 miteinander, wahrend er an einem &uferen
Umfangsteil des Source-Abschnittes 27 die benach-
barten bzw. aneinander angrenzenden Zellbildungs-
abschnitte 35 Uberspannt (,straddling").

[0055] Die hauptstrom-seitige Kérperwanne 31 vom
p-Typ beinhaltet zuséatzlich einen Verbindungsab-
schnitt 37, der an einem Kreuzungspunkt von Gitter-
regionen ausgebildet ist, die von den Matrix-férmigen
Zellbildungsabschnitten 35 unterteilt sind. Dieser
Verbindungsabschnitt 37 verbindet die angrenzen-
den Zellbildungsabschnitte 35 miteinander, und
zwar innerhalb des Source-Abschnittes 27.

[0056] Wie es folglich beschrieben worden ist, sind
die Zellbildungsabschnitte 35 elektrisch miteinander
verbunden, und zwar an dem &ufRReren Umfangsteil
und dem inneren Teil des Source-Abschnittes 27,
und zwar mittels des Feldbildungsabschnittes 36
und des Verbindungsabschnittes 37. Demzufolge
werden die vielen Zellbildungsabschnitte 35 auf
wechselseitig gleichen elektrischen Potentialen
gehalten.

[0057] In einer inneren Region des Zellbildungsab-
schnittes 35 ist eine Source-Region 38 vom n*-Typ
gebildet, und in einer inneren Region der Source-
Region 38 (deren Konzentration bspw. in einem
Bereich von 1 x 1017 cm-3 bis 1 x 1021 cm-3 liegt) ist
eine Korperkontaktregion 39 vom p*-Typ (deren Kon-
zentration bspw. in einem Bereich von 1 x 1017 cm-3
bis 1 x 1021 cm-3 liegt) gebildet.

[0058] Die erfassungs-seitige Kérperwanne 32 vom
p-Typ beinhaltet einen Zellbildungsabschnitt 41, der
die erfassungs-seitige Einheitszelle 40 bildet, bei der
sich um ein Beispiel einer zweiten Einheitszelle der
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vorliegenden Erfindung handelt, und beinhaltet einen
Feldbildungsabschnitt 42, der eine vergleichsweise
breite Region besitzt. Mit anderen Worten definiert
jeder Zellbildungsabschnitt 41 die erfassungs-seitige
Einheitszelle 40, bei der es sich um eine Minimalein-
heit handelt, durch die ein Hauptstrom flief3t.

[0059] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, sind viele Zellbil-
dungsabschnitte 41 auf die Art und Weise einer Mat-
rix an Orten angeordnet, die jeweils so positioniert
sind, dass vermieden wird, dass diese direkt unter-
halb des erfassungs-seitigen Pads 15 angeordnet
sind, wodurch der Stromerfassungsabschnitt 26 auf-
gebaut wird. Der Zellbildungsabschnitt 41 weist die-
selbe Zellstruktur (GrofRe und Teilung (,pitch®)) wie
der hauptstrom-seitige Zellbildungsabschnitt 35 auf.

[0060] Der Feldbildungsabschnitt 42 ist so geformt,
dass er die vielen Zellbildungsabschnitte 41 umgibt,
und verbindet benachbarte Zellbildungsabschnitts 41
miteinander, wahrend er an einem &uleren
Umfangsteil des Stromerfassungsabschnittes 26
benachbarte Zellbildungsabschnitte 41 Uberspannt
(,straddling®).

[0061] Die erfassungs-seitige Kérperwanne 32 vom
p-Typ beinhaltet zusatzlich einen Verbindungsab-
schnitt 43, der an einem Kreuzungspunkt von Gitter-
regionen gebildet ist, die unterteilt sind durch die
Matrix-formigen Zellbildungsabschnitte 41. Dieser
Verbindungsabschnitt 43 verbindet die aneinander
angrenzenden Zellbildungsabschnitte 41 miteinan-
der, und zwar innerhalb des Stromerfassungsab-
schnittes 26.

[0062] Wie es somit beschrieben worden ist, sind
die Zellbildungsabschnitte 41 an dem aufReren
Umfangsteil und dem inneren Teil des Stromerfas-
sungsabschnittes 26 elektrisch miteinander verbun-
den, und zwar mittels des Feldbildungsabschnittes
42 und des Verbindungsabschnittes 43. Demzufolge
werden die vielen Zellbildungsabschnitte 41 auf
wechselseitig gleichen elektrischen Potentialen
gehalten.

[0063] In einer inneren Region des Zellbildungsab-
schnittes 41 ist eine Source-Region 44 (deren Kon-
zentration bspw. in einem Bereich von 1 x 1017 cm-3
bis 1 x 1021 cm-3 liegt) vom n*-Typ gebildet, und in
einer inneren Region der Source-Region 44 vom n
+-Typ ist eine Kérperkontaktregion 45 vom p*-Typ
(deren Konzentration bspw. in einem Bereich von 1
x 1017 cm-3 bis 1 x 1021 cm-3 liegt) gebildet.

[0064] Der Feldbildungsabschnitt 42 ist so ausgebil-
det, dass er sich von einem auf3eren Umfangsteil des
Zellbildungsabschnittes 41 hin zu dem Ort erstreckt,
der direkt unterhalb des erfassungs-seitigen Pads 15
angeordnet ist. Bei der vorliegenden bevorzugten
Ausfuhrungsform breitet sich der Feldbildungsab-
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schnitt 42 Uber die Gesamtheit des Ortes direkt
unterhalb des erfassungs-seitigen Pads 15 aus. Mit
anderen Worten ist er in Fig. 2 Gber der Gesamtheit
eines Ortes ausgebildet, der direkt unterhalb der
erfassungs-seitigen Oberflachenelektrode 6 ange-
ordnet ist, die in Draufsicht eine im Wesentlichen
rechteckige Form besitzt, ausschliellich der abge-
deckten Region 25.

[0065] Zusatzlich hierzu ist an einem Oberflachen-
teil des Feldbildungsabschnittes 42 an dem Ort, der
direkt unterhalb des erfassungs-seitigen Pads 15
angeordnet ist, eine Region 46 (deren Konzentration
bspw. in einem Bereich von 1 x 1017 cm-3 bis 1x1021
cm-3 liegt) vom p*-Typ gebildet. Die Region 46 vom p
+-Typ ist direkt mit der erfassungs-seitigen Oberfla-
chenelektrode 6 verbunden. Die Bildung der Region
46 vom p*-Typ ermoglicht es, das elektrische Poten-
tial des Ortes stabil zu halten, der direkt unterhalb
des erfassungs-seitigen Padd 15 angeordnet ist,
und zwar auf einem konstanten elektrischen Poten-
tial.

[0066] Wie esin Fig. 6 gezeigt ist, ist die gate-seitige
Wanne 33 vom p~-Typ an einem Ort ausgebildet, der
direkt unterhalb des gate-seitigen Pads 16 angeord-
net ist. An einem Oberflachenteil der gate-seitigen
Wanne 33 vom p~-Typ ist eine Region 47 vom p
+-Typ (deren Konzentration bspw. in einem Bereich
von 1 x 1017 cm-3 bis 1x1021 cm-3 liegt) gebildet.

[0067] An dem Halbleiter-Substrat 2 ist ein Gate-
Isolierfilm 48 gebildet, und an dem Gate-Isolierfilm
48 ist eine Gate-Elektrode 49 gebildet. Der Gate-Iso-
lierfilm 48 ist bspw. aus Siliciumoxid (SiO,) herge-
stellt und die Gate-Elektrode 49 kann bspw. aus
Polysilizium hergestellt sein.

[0068] Die Gate-Elektrode 49 beinhaltet einen funk-
tionalen Abschnitt 52, der entlang von Gitterregionen
gebildet ist, die durch die Matrix-férmigen Einheits-
zellen 34 und 40 unterteilt sind, und der aneinander
angrenzende Einheitszellen 34 und 40 in dem Strom-
erfassungsabschnitt 26 und dem Source-Abschnitt
27 Uberspannt. Demzufolge liegt die Gate-Elektrode
49 Kanalregionen 50 und 51 der Einheitszellen 34
bzw. 40 gegenuber, wobei der Gate-Isolierfilm 48
dazwischen angeordnet ist. Die Kanalregionen 50
und 51 sind duflere Regionen der Source-Regionen
38 und 44 vom n*-Typ in den Zellbildungsabschnitten
35 bzw. 41 der Kérperwannen 31 bzw. 32 vom p-

Typ.

[0069] Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, beinhaltet die
Gate-Elektrode 49 zusatzlich einen Verbindungsab-
schnitt 53, und zwar zusatzlich zu dem funktionalen
Abschnitt 52, der den Kanalregionen 50 und 51 der
Einheitszellen 34 bzw. 40 gegeniberliegt. Der Ver-
bindungsabschnitt 53 Uberspannt den Stromerfas-
sungsabschnitt 26 und den Source-Abschnitt 27
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Uber die Entfernungsregion 8 (,removal region®) hin-
weg, die sich unterhalb des Oberflachenelektroden-
films 4 befindet und die zwischen der source-seitigen
Oberflachenelektrode 5 und der erfassungs-seitigen
Oberflachenelektrode 6 liegt. Dieser Verbindungsab-
schnitt 53 gewahrleistet eine elektrische Verbindung
zwischen dem funktionalen Abschnitt 52 des Strom-
erfassungsabschnittes 26 und dem funktionalen
Abschnitt 52 des Source-Abschnittes 27. Mit ande-
ren Worten dient die Gate-Elektrode 49 als eine
Elektrode, die sich der Stromerfassungsabschnitt
26 und der Source-Abschnitt 27 teilen.

[0070] Andererseits ist die Gate-Elektrode 49, wie in
Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt ist, in dem Gate-Finger 19
des Halbleiterbauteils 1 mit der gate-seitigen Ober-
flachenelektrode 7 verbunden. Mit anderen Worten
ist die Gate-Elektrode 49 so gebildet, dass sie sich
von dem Source-Abschnitt 27 in Richtung hin zu
einem unteren Teil des Gate-Fingers 19 erstreckt,
und weist einen Kontaktabschnitt 62 auf, und zwar
an einem Ort direkt unterhalb des Gate-Fingers 19.
Demzufolge wird eine Gate-Spannung, die an das
gate-seitige Pad 16 angelegt wird, auch an die
Gate-Elektrode 49 des Stromerfassungsabschnittes
26 angelegt, und zwar Uber den Kontaktabschnitt 62
(Fig. 7) und Uber den Verbindungsabschnitt 53
(Fig. 4).

[0071] Obgleich der Gate-Isolierfilm 48 unterhalb
der Gate-Elektrode 49 angeordnet ist, um eine
sichere Isolierung zwischen der Gate-Elektrode 49
und dem Halbleiter-Substrat 2 zu gewahrleisten, ist
der Gate-Isolierfilm 48 bei der vorliegenden bevor-
zugten Ausflihrungsform auch an einem Ort direkt
unterhalb des erfassungs-seitigen Pads 15 und an
einem Ort direkt unterhalb des gate-seitigen Pads
16 ausgebildet. Wie es in den Fig. 4 und Fig. 7
gezeigt ist, ist der Gate-Isolierfilm 48 aus einem
Erstreckungsabschnitt gebildet, der kontinuierlich
ausgebildet ist, wobei der Gate-Isolierfilm 48 direkt
unterhalb des funktionalen Abschnittes 52 der Gate-
Elektrode 49 angeordnet ist.

[0072] An dem Halbleiter-Substrat 2 ist ein Zwi-
schenschichtisolierfilm 54 ausgebildet, um die Gate-
Elektrode 49 abzudecken. Der Zwischenschichtiso-
lierfilm 54 ist bspw. aus Siliciumoxid (SiO;) herge-
stellt, und beinhaltet vorzugsweise P (Phosphor)
oder B (Bor). Mit anderen Worten kann der Zwi-
schenschichtisolierfilm 54 ein BPSG sein (Bor-Phor-
phor-Siliciumglas) oder kann PSG sein (Phosphor-
Siliciumglas). Ein SiO,-Film lasst sich leicht herstel-
len, und wenn dieser SiO,-Film P (Phosphor) oder B
(Bor) enthalt, ist es moglich, einen Reflow-Prozess
durchzufliihren, nachdem der Film erzeugt worden
ist. Der Reflow-Prozess ermdglicht es, den Zwi-
schenschichtisolierfilm 54 (SiO,-Film) auf eine
leichte Art und Weise abzuflachen bzw. flacher aus-
zubilden, und erméglicht es folglich, den erfassungs-
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seitigen Draht 23 auf einfache Art und Weise zu ver-
binden bzw. zu figen, was mdglicherweise die War-
meableitungsfahigkeit des Stromerfassungsab-
schnittes 26 beeinflusst, und zwar gemal einem
Konstruktionsplan (,design plan®).

[0073] Der Zwischenschichtisolierfilm 54 enthalt ein-
stlickig einen ersten Teil 55, mit dem die Gate-Elekt-
rode 49 in dem Stromerfassungsabschnitt 26 und in
dem Source-Abschnitt 27 bedeckt ist, und einen
zweiten Teil 56, der an einem Ort direkt unterhalb
des erfassungs-seitigen Pads 15 angeordnet ist,
sowie einen dritten Teil 57, der an einem Ort direkt
unterhalb des gate-seitigen Pads 16 angeordnet ist.
Es ist mdglich, dem Zwischenschichtisolierfilm 54
eine hinreichende StoRwiderstandskraft (zum Bei-
spiel eine Draht-Bond-Widerstandskraft) zu erteilen,
indem man den Zwischenschichtisolierfilm 54, der
direkt unterhalb des erfassungs-seitigen Pads 15
angeordnet ist, und den Zwischenschichtisolierfilm
54, der direkt unterhalb des gate-seitigen Pads 16
angeordnet ist, dicker macht.

[0074] Der Oberflachenelektrodenfilm 4 (die source-
seitige Oberflachenelektrode 5, die erfassungs-sei-
tige Oberflachenelekirode 6 und die gate-seitige
Oberflachenelektrode 7) ist an bzw. auf dem Zwi-
schenschichtisolierfilm 54 gebildet. Die source-sei-
tige Oberflachenelektrode 5 verlauft durch den Zwi-
schenschichtisolierfilm 54 hindurch, und durch den
Gate-Isolierfilm 48, und ist mit der Source-Region
38 vom n*-Typ und mit der Kdrperkontaktregion 39
vom p*-Typ verbunden. Die erfassungs-seitige Ober-
flachenelektrode 6 verlauft durch den Zwischen-
schichtisolierfilm 54 hindurch und durch den Gate-
Isolierfilm 48, und ist mit der Source-Region 44 vom
n*-Typ und mit der Korperkontaktregion 45 vom p
+-Typ verbunden. Die gate-seitige Oberflachenelekt-
rode 7 (der Gate-Finger 19) verlauft durch den Zwi-
schenschichtisolierfilm 54 hindurch, und ist mit der
Gate-Elektrode 49 verbunden.

[0075] Der Oberflachenelektrodenfiim 4 kann ein
Elektrodenfilm sein, der eine Schichtstruktur hat, bei
der bspw. Ti, TiN und AICu in dieser Reihenfolge von
unten Ubereinander gestapelt sind (d.h. von der Seite
des Halbleiter-Substrates 2 aus gesehen). Die Ver-
wendung von AICu fir die oberste Flache des Ober-
flachenelektrodenfilm 4 ermdéglicht es, dem Elektro-
denfilm 4 eine hinreichendere StolRwiderstandkraft
(zum Beispiel eine Draht-Bond-Widerstandskraft) zu
erteilen, als es die Verwendung von Al ermdglicht.

[0076] Der Passivierungsfilm 10 ist auf dem Oberfla-
chenelektrodenfilm 4 gebildet. Der Passivierungsfilm
10 kann zum Beispiel aus Siliciumnitrid (SiN) herge-
stellt sein. Die Pad-Offnungen 11 bis 13 sind in dem
Passivierungsfiim 10 ausgebildet, wie oben
beschrieben.
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[0077] An einer rickseitigen Flache des Halbleiter-
Substrates 2 ist eine Drain-Elektrode 58 gebildet. Die
Drain-Elektrode 58 kann ein Elektrodenfilm mit einer
Schichtstruktur sein, bei der Ti, Ni, Au und Ag Uber-
einander gestapelt sind, und zwar in dieser Reihen-
folge ausgehend von der Seite des Halbleiter-Sub-
strates 2. Die Drain-Elektrode 58 dient als eine
Elektrode, die sich der Stromerfassungsabschnitt
26 und der Source-Abschnitt 27 teilen.

[0078] Als Nachstes wird beispielhaft ein Verfahren
zum Erfassen eines elektrischen Stromes in dem
Halbleiterbauteil 1 beschrieben, und zwar unter
Bezugnahme auf Fig. 9. Fig. 9 ist ein Schaltungsdia-
gramm zum Beschreiben der Stromerfassung in dem
Halbleiterbauteil 1.

[0079] Wie es in Fig. 9 gezeigt ist, weist das Halb-
leiterbauteil 1 den hauptstrom-seitigen Source-
Abschnitt 27 und den stromerfassungs-seitigen
Stromerfassungsabschnittes 26 auf, die beide auf
einem Chip enthalten sind. Ein Erfassungswider-
stand 59 ist mit einer Source S des Stromerfassungs-
abschnittes 26 verbunden. Der Erfassungswider-
stand 59 kann in ein Modul eingebaut sein, und
zwar zusammen mit dem Halbleiterbauteil 1, wenn
das Halbleiterbauteil 1 in das Modul eingebaut wird,
oder kann bspw. in das Innere des Halbleiterbauteils
1 eingebaut sein. Der Stromerfassungsabschnitt 26
und der Source-Abschnitt 27 teilen sich ein Gate G
und einen Drain D, wie oben beschrieben.

[0080] An das Gate G wird in einem Zustand, bei
dem eine Spannung zwischen die Source S und
das Drain D angelegt ist, eine Spannung angelegt,
die groRer ist als ein Schwellenwert, und im Ergebnis
flieRt ein elektrischer Strom zwischen der Source S
und den Drain D, und das Halbleiterbauteil 1 erreicht
einen EIN-Zustand. Demzufolge fliet ein Erfas-
sungsstrom lgense durch den Stromerfassungsab-
schnitt 26. Andererseits flie3t durch den Source-
Abschnitt 27 ein Hauptstrom lyan.

[0081] Ob der Hauptstrom Iyan €in Kurzschluss-
strom ist, wird festgestellt, indem Uberwacht wird,
ob die Spannung Vsense des Erfassungswiderstan-
des 59 einen vorbestimmten Schwellenwert Gber-
schritten hat. Der Widerstandswert Rggnse des
Erfassungswiderstandes 59 ist festgelegt, und
daher wird die Spannung Vgsgnse proportional mit
einer Erhdhung des Erfassungsstromes Isgnse gro-
Rer. Daher gibt die Tatsache, dass die Spannung
Vsense den Schwellenwert Gberschritten hat, an,
dass ein Ubermafig hoher Erfassungsstrom lsense
flieRt, und zeigt demzufolge an, dass der Stromwert
Imain des Hauptstromes, der berechnet wird auf der
Grundlage eines Erfassungsverhaltnisses zwischen
dem Stromerfassungsabschnitt 26 und dem
Source-Abschnitt 27, sich ebenfalls in einem Uber-
maRig hohen bzw. exzessiven Zustand befindet.

[0082] Bei dem zuvor erwdhnten Erfassungsverfah-
ren ist es dann, wenn der Hauptstrom lyan, der tat-
sachlich flie3t, und der Hauptstrom Iy, der berech-
net wird durch Multiplizieren des Erfassungsstromes
Isense Mit dem Erfassungsverhaltnis, gleich grof3
sind, moglich, die Kurzschlusserfassung genau
durchzufihren, und es ist mdglich, die Gate-Span-
nung zu einem geeigneten Zeitpunkt abzuschalten.

[0083] Wenn jedoch, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, die
source-seitigen Pads 14A und 14B relativ grof? sind
und der Besetzungsbereich des source-seitigen
Drahtes 22 in Bezug auf die Pads 14A und 14B
klein ist, und andererseits das erfassungs-seitige
Pad 15 relativ klein ist, wird daher der Besetzungsbe-
reich des erfassungs-seitigen Drahtes 23 in Bezug
auf das erfassungs-seitige Pad 15 groR. Dies fiihrt
zu einer Differenz in der Menge an Warme, die Gber
die Drahte 22 und 23 entweicht, und es besteht daher
eine Moglichkeit, dass ein Fehler grof3er wird, der in
einem Einschalt-Widerstand zwischen dem Source-
Abschnitt 27 und dem Stromerfassungsabschnitt 26
erzeugt wird. Im Ergebnis liegt ein Fall vor, bei dem
ein Ubermaliger Erfassungsstrom lsense zu der
Stromerfassungs-Seite flie3t, obgleich der Haupt-
strom Iyan tatsachlich kein Kurzschlussstrom ist. In
diesem Fall basiert die Kurzschlusserfassung streng
auf der Spannung Vsense des stromerfassungs-seiti-
gen Erfassungswiderstandes 59, und es besteht
daher eine Gefahr, dass bestimmt wird, dass es
sich um einen Kurzschluss handelt, selbst wenn
keine Notwendigkeit bzw. dieser Zustand nicht
besteht, und die Gate-Spannung wird abgeschaltet.

[0084] Daher ist gemal dem Halbleiterbauteil 1 der
Stromerfassungsabschnitt 26 so angeordnet, dass
vermieden wird, dass er direkt unterhalb des erfas-
sungs-seitigen Pads 15 positioniert ist, wie es in
Fig. 2 dargestellt ist. Dies ermdglicht es, eine feste
Distanz zwischen dem Stromerfassungsabschnitt 26
und dem erfassungs-seitigen Draht 23 aufrechtzuer-
halten, wenn der erfassungs-seitige Draht 23 (Fig. 1)
auf das erfassungs-seitige Pad 15 gefligt wird, und
ermoglicht daher, das Entweichen von Warme, die
an dem Stromerfassungsabschnitt 26 erzeugt wird,
zu beschranken, wahrend sie vorzugsweise zu dem
erfassungs-seitigen Draht 23 Ubertragen wird. Es ist
daher mdoglich, einen Fehler zu verkleinern, der in
einem Einschalt-Widerstand zwischen der haupt-
strom-seitigen Einheitszelle 34 des Source-Abschnit-
tes 27 und der erfassungs-seitigen Einheitszelle 40
des Stromerfassungsabschnittes 26 erzeugt wird.
Zusatzlich hierzu ist der Stromerfassungsabschnitt
26 nicht direkt unter dem erfassungs-seitigen Pad
15 angeordnet, und es ist daher maoglich, zu verhin-
dern, dass ein Stof3, der hervorgerufen wird, wenn
der erfassungs-seitige Draht 23 auf das erfassungs-
seitige Pad 15 gefligt wird, direkt auf den Stromerfas-
sungsabschnitt 26 ausgerichtet wird bzw. verlauft,
und es ist daher auch maglich, zu verhindern oder
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zu begrenzen, dass der Stromerfassungsabschnitt
26 bricht bzw. zerstért wird. Im Ergebnis hiervon ist
es mdoglich, die Erfassungsgenauigkeit des Strom-
wertes eines Hauptstromes zu verbessern, der von
dem Stromerfassungsabschnitt 26 erzeugt wird.

[0085] Die Verwendung des Halbleiter-Substrates 2,
das aus SiC hergestellt ist, ermoglicht es, eine
Anordnung zu erreichen, bei der der Stromerfas-
sungsabschnitt 26 so angeordnet ist, dass vermie-
den wird, dass er direkt unterhalb des erfassungs-
seitigen Pads 15 positioniert ist, wie oben erwahnt.
Mit anderen Worten ist bei einem Si-Halbleiterbauteil
die Menge des pro Einheitsflache flieRenden Stro-
mes klein, und es ist daher erforderlich, dass ein Zell-
flachenbereich flir einen etwas groReren Erfas-
sungsabschnitt ein geeignetes Erfassungsverhaltnis
(etwa 1000 bis 2000) einstellt, und zwar mit einer
hohen Erfassungsgenauigkeit, in Bezug auf einen
Source-Abschnitt, der eine grol’e Flache aufweist,
durch die ein hoher Strom flie3t, und folglich ist es
schwierig, diesen so auszubilden, dass vermieden
wird, dass er direkt hierunter positioniert wird. Ande-
rerseits ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil die Menge
des pro Einheitsflache flieRenden Stromes grof3, und
es ist daher moglich, ein geeignetes Erfassungsver-
haltnis festzuhalten bzw. zu gewahrleisten, selbst
wenn der Erfassungsabschnitt in einem Zellflachen-
bereich in Bezug auf den Source-Abschnitt klein ist,
und es ist daher mdglich, diesen so auszubilden,
dass vermieden wird, dass er direkt hierunter positio-
niert wird.

[0086] Zusatzlich hierzu ist bei der vorliegenden
bevorzugten Ausfihrungsform der Stromerfassungs-
abschnitt 26 von dem Source-Abschnitt 27 umgeben,
wie es in Fig. 3 gezeigt ist, und es ist daher mdglich,
die Menge der Warmeerzeugung des Stromerfas-
sungsabschnittes 26 nahe an jene des Source-
Abschnittes 27 zu bringen. Es ist daher mdglich,
einen Fehler in einem Einschalt-Widerstand zu ver-
ringern, der aufgrund einer Differenz in der Menge
der Warmeerzeugung erzeugt wird.

[0087] Zusatzlich hierzu ist bei der vorliegenden
bevorzugten Ausfiihrungsform, der gesamte Strom-
erfassungsabschnitt 26 mit der abgedeckten Region
25 durch den Passivierungsfilm 10 abgedeckt, wie es
in Fig. 2 gezeigt ist, und ein Abschnitt, der direkt
oberhalb des Stromerfassungsabschnittes 26 posi-
tioniert ist, und das erfassungs-seitige Pad 15 lassen
sich klar voneinander unterscheiden, wenn eine
Betrachtung von auflerhalb des Halbleiterbauteils 1
erfolgt. Es ist daher méglich zu verhindern, dass der
erfassungs-seitige Draht 23 fehlerhaft auf den
Abschnitt gefligt wird, der direkt oberhalb des Strom-
erfassungsabschnittes 26 angeordnet ist. Es ist mog-
lich, eine festgelegte Distanz zwischen dem Strom-
erfassungsabschnitt 26 und dem erfassungs-seitigen
Draht 23 aufrechtzuerhalten.

[0088] Zusatzlich hierzu ist es bei der bevorzugten
vorliegenden Ausfihrungsform so, dass der Zwi-
schenschichtisolierfilm 54 den zweiten Teil 56 hat,
der relativ dick (zum Beispiel 1 um oder mehr) an
einem Ort bzw. einer Stelle direkt unterhalb des
erfassungs-seitigen Pads 15 ist, wie es in den
Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist. Dies ermdglicht es,
einen Stol¥ zu verringern, der auf den Stromerfas-
sungsabschnitt 26 ausgeibt wird bzw. auf diesen
zulduft, wenn der erfassungs-seitige Draht 23 auf
das erfassungs-seitige Pad 15 gefiigt wird. Es ist im
Ergebnis mdglich, die Verlasslichkeit der Erfas-
sungsgenauigkeit des Stromwertes eines Hauptstro-
mes zu gewabhrleisten.

[0089] Als Nachstes wird ein Verfahren zum Herstel-
len des Halbleiterbauteils 1 unter Bezugnahme auf
Fig. 10 beschrieben.

[0090] Zunachst wird bspw. die Epitaxieschicht 29
vom n~-Typ auf dem Basissubstrat 28 vom n*-Typ
ausgebildet, und zwar mittels eines Epitaxiewachs-
tums, derart, dass das Halbleiter-Substrat 2 ausge-
bildet wird (Schritt S1).

[0091] Hiernach werden in einen Oberflachenteil
des Halbleiter-Substrates 2 Dotierungsionen vom p-
Typ selektiv implantiert, und im Ergebnis wird die
Wanne 30 vom p--Typ gebildet (Schritt S2).

[0092] Hiernach werden in jeden der Zellbildungs-
abschnitte 35 und 41 selektiv Dotierungsionen vom
n-Typ implantiert, und im Ergebnis werden die
Source-Regionen 38 und 44 vom n*-Typ gebildet
(Schritt S3) .

[0093] Hiernach werden in die Wanne 30 vom p--Typ
selektiv Dotierungsionen vom p-Typ implantiert, und
im Ergebnis werden die Korperkontaktregionen 39,
45 vom p*-Typ und die Regionen 46, 47 vom p*-Typ
gebildet (Schritt S4).

[0094] Hiernach wird der Gate-Isolierfilm 48 auf der
Oberflache des Halbleiter-Substrates 2 gebildet,
bspw. durch thermische Oxidation (Schritt S5).

[0095] Hiernach wird auf dem Halbleiter-Substrat 2
Polysilizium abgeschieden, und zwar bspw. gemaf
einem CVD-Verfahren, und die Gate-Elektrode 49
wird daran durch Musterbildung ausgebildet (Schritt
S6).

[0096] Hiernach wird der Zwischenschichtisolierfilm
54 auf dem Halbleiter-Substrat 2 gebildet, bspw.
gemal dem CVD-Verfahren (Schritt S7).

[0097] Als Nachstes wird ein Kontaktloch gebildet,
das durch den Zwischenschichtisolierfim 54 und
durch den Gate-Isolierfilm 48 verlauft, und dann
wird der Oberflachenelektrodenfilm 4 gebildet, und

11/25



DE 11 2016 005 768 B4

zwar bspw. gemaf einem Sputter-Verfahren (Schritt
S8 und Schritt S9).

[0098] Hiernach wird der Passivierungsfilm 10 aus-
gebildet, mit dem der Oberflachenelektrodenfiim 4
bedeckt wird, und dann werden die Pad-Offnungen
11, 12 und 13 gebildet, und zwar durch Musterbil-
dung (,patterning®) (Schritt S10 und Schritt S11).

[0099] Mit diesen Schritten wird das zuvor genannte
Halbleiterbauteil 1 erhalten.

[0100] Obgleich die vorliegende Erfindung beschrie-
ben worden ist, wie oben angegeben, lasst sich die
vorliegende Erfindung in anderen Modi ausfihren.

[0101] Beispielsweise kann die Gate-Struktur des
Halbleiterbauteils 1 eine Trench- bzw. Graben-
Gate-Struktur sein, wie es in Fig. 11 gezeigt ist,
ohne auf eine planare Gate-Struktur beschrankt zu
sein, wie sie in Fig. 4 gezeigt ist. Bei der Graben-
Gate-Struktur wird ein Gate-Graben 60 in dem Halb-
leiter-Substrat 2 gebildet, und eine Gate-Elektrode
49 wird darin eingebettet. In diesem Fall ist die
Gate-Elektrode 49 nicht konvex auf dem Halbleiter-
Substrat 2, und daher konnen der erste Teil 55 und
der zweite Teil 56 des Zwischenschichtisolierfilms 54
hinsichtlich ihrer Dicke gleich grof sein.

[0102] Zusatzlich hierzu ist der Stromerfassungsab-
schnitt 26 nicht notwendigerweise so ausgebildet,
dass er die Anordnung der Fig. 2 erfordert, bei der
dessen Gesamtheit mit dem Passivierungsfilm 10
bedeckt ist, und es kann nur ein Teil des Stromerfas-
sungsabschnittes 26 mit dem Passivierungsfilm 10
bedeckt sein, wie es in Fig. 12 gezeigt ist. In diesem
Fall Gberlappt der Stromerfassungsabschnitt 26 sich
teilweise mit einem Abschnitt, der direkt unterhalb
des erfassungs-seitigen Pads 15 angeordnet ist,
und es ist dennoch empfohlen, virtuell eine Verbin-
dungs- bzw. Fugeregion 61 des erfassungs-seitigen
Drahtes 23 in dem erfassungs-seitigen Pad 15 auf
eine Position einzustellen, die die Position des
Stromerfassungsabschnittes 26 ausschlieft. Mit
anderen Worten ist die erfassungs-seitige Verbin-
dungsregion der vorliegenden Erfindung nicht not-
wendigerweise so ausgebildet, dass es erforderlich
ist, dass diese mit dem erfassungs-seitigen Pad 15
zusammenfallt.

[0103] Daneben kdénnen verschiedene Konstruk-
tions- bzw. Designdnderungen vorgenommen wer-
den im Rahmen des Schutzbereiches, der durch die
Anspriche definiert ist.

Bezugszeichenliste

1 Halbleiterbauteil

2 Halbleiter-Substrat

2023.03.16
4 Oberflachenelektrodenfilm
5 Source-seitige Oberflachenelektrode
6 erfassungs-seitige Oberflachenelektrode
7 Gate-seitige Oberflachenelektrode
10 Passivierungsfilm
12 Pad-Offnung
15 erfassungs-seitiges Pad
23 erfassungs-seitiger Draht
26 Stromerfassungsabschnitt

27 Source-Abschnitt

34 hauptstrom-seitige Einheitszelle
40 erfassungs-seitige Einheitszelle
54 Zwischenschichtisolierfilm

55 Erster Teil
56 Zweiter Teil
57 Dritter Teil

61 Verbindungsregion
Patentanspriiche

1. Halbleiterbauteil (1) mit:
einer Halbleiterschicht (2), die aus SiC hergestellt
ist;
einem Source-Abschnitt (27), der an der Halbleiter-
schicht (2) ausgebildet ist und der auf einer Haupt-
stromseite eine erste Einheitszelle (34) beinhaltet;
einem Stromerfassungsabschnitt (26), der an der
Halbleiterschicht (2) ausgebildet ist und der auf
einer Stromerfassungsseite eine zweite Einheits-
zelle (40) beinhaltet;
einer source-seitigen Oberflachenelektrode (5), die
oberhalb des Source-Abschnittes (27) angeordnet
ist; und
einer erfassungs-seitigen Oberflachenelektrode (6),
die so angeordnet ist, dass wenigstens ein Teil der
erfassungs-seitigen Oberflachenelektrode (6) eine
Region (25) beinhaltet, die oberhalb des Stromer-
fassungsabschnittes (26) angeordnet ist,
wobei die zweite Einheitszelle (40) an einer Position
unterhalb der erfassungs-seitigen Oberflachenelekt-
rode (6) angeordnet ist, jedoch nicht direkt unterhalb
von einer Verbindungsregion eines Verdrahtungse-
lementes (23) angeordnet ist,
wobei die Verbindungsregion auf einer Oberflache
der erfassungs-seitigen Oberflachenelektrode (6)
angeordnet ist und/oder wobei das Verdrahtungs-
element (23) mit der erfassungs-seitigen Oberfla-
chenelektrode (6) verbunden ist.

2. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, ferner mit:
einem Zwischenschichtisolierfilm (54), der zwischen
dem Stromerfassungsabschnitt (26) und der erfas-
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sungs-seitigen Oberflachenelektrode (6) angeordnet
ist; und

einem Gate-Isolierfilm (49), der an einer Position
angeordnet ist, die niedriger liegt als der Zwischen-
schichtisolierfilm (54),

wobei der Zwischenschichtisolierfilm (54) dicker
ausgebildet ist als der Gate-Isolierfilm (49).

3. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder nach
Anspruch 2, wobei der Stromerfassungsabschnitt
(26) in einer Region ausgebildet ist, die von dem
Source-Abschnitt (27) umgeben ist.

4. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriche 1
bis 3, ferner mit einem Passivierungsfilm (10), der
selektiv einen Abschnitt (25) abdeckt, der direkt
Uber der zweiten Einheitszelle (40) der erfassungs-
seitigen Oberflachenelektrode (6) angeordnet ist
und der eine Offnung (12) aufweist, liber die ein
Teil der erfassungs-seitigen Oberflachenelektrode
(6) als ein erfassungs-seitiges Pad (15) freigelegt
ist.

5. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 4, wobei die erste Einheitszelle (34) und die
zweite Einheitszelle (40) jeweils wechselseitig glei-
che Zellstrukturen besitzen.

6. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 5, wobei der Stromerfassungsabschnitt (26) nur
an einem Ort in einer Richtung innerhalb einer
Ebene (,in-plane direction“) der Halbleiterschicht
(2) ausgebildet ist.

7. Halbleiterbauteil nach Anspruch 2, wobei der
Zwischenschichtisolierfilm (54) eine Dicke von 1 um
oder mehr besitzt.

8. Halbleiterbauteil nach Anspruch 2 oder 7, fer-
ner mit einer gate-seitigen Oberflachenelektrode (7),
die an der Halbleiterschicht (2) angeordnet ist und
die eine gate-seitige Verbindungsregion besitzt, mit
der ein Verdrahtungselement verbunden ist, wobei
der Zwischenschichtisolierfilm (54) ebenfalls an
einem Ort direkt unterhalb der gate-seitigen Verbin-
dungsregion angeordnet ist.

9. Halbleiterbauteil nach Anspruch 2 oder nach
Anspruch 7 oder nach Anspruch 8, wobei der Zwi-
schenschichtisolierfilm (54) einen SiO,-Film (54)
beinhaltet.

10. Halbleiterbauteil nach Anspruch 9, wobei der
SiO,-Film (54) P (Phosphor) enthalt.

11. Halbleiterbauteil nach Anspruch 9, wobei der
SiO,-Film (54) B (Bor) enthalt.

12. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche
1 bis 11, wobei die erfassungs-seitige Oberflachene-

lektrode (6) eine Elektrode mit einer Schichtstruktur
beinhaltet, bei der Ti, TiN und AICu in dieser Reihen-
folge von unten ausgehend stapelartig tGibereinander
angeordnet sind.

13. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche
1 bis 3, ferner mit:
einer gate-seitigen Oberflachenelektrode (7), die an
der Halbleiterschicht (2) angeordnet ist; und
einem Passivierungsfilm (10), der eine Offnung (12)
aufweist, Uber die ein Teil der erfassungs-seitigen
Oberflachenelektrode (6) als ein erfassungs-seitiges
Pad (15) freigelegt ist, und der eine Offnung (13)
aufweist, Uber die ein Teil der gate-seitigen Oberfla-
chenelektrode (7) als ein gate-seitiges Pad (16) frei-
gelegt ist,
wobei das erfassungs-seitige Pad (15) und das
gate-seitiges Pad (16) jeweils so ausgebildet sind,
dass sie in der gleichen Richtung eine langliche
bzw. lange Form haben.

14. Halbleiterbauteil (1) nach einem beliebigen
der Anspriche 1 bis 13, ferner mit einer Wannenre-
gion (32) eines ersten Leitfahigkeitstyps, die an
einem Oberflachenabschnitt der Halbleiterschicht
(2) gebildet ist, wobei die Wannenregion (32) einen
Zellbildungsabschnitt (35) aufweist, der die zweite
Einheitszelle (40) bildet, und einen Feldformungsab-
schnitt (36) aufweist, der um den Zellbildungsab-
schnitt (35) herum gebildet ist und der breiter ist
als der Zellbildungsabschnitt (35).

15. Halbleiterbauteil (1) nach einem beliebigen
der Anspriche 1 bis 14, ferner mit:
einem source-seitigen Draht (22), der mit der
source-seitigen Oberflachenelektrode (5) verbunden
ist; einem erfassungs-seitigen Draht (23), der mit
der erfassungs-seitigen Oberflachenelektrode (6)
verbunden ist, wobei der erfassungs-seitige Draht
(23) dunner ist als der source-seitige Draht (22).

16. Halbleiterbauteil (1) nach Anspruch 4, wobei
sowohl der Stromerfassungsabschnitt (26) als auch
das erfassungs-seitige Pad (15) entlang eines ers-
ten Rands (3B) der Halbleiterschicht (2) platziert
sind.

17. Halbleiterbauteil (1) nach Anspruch 16,
wobei der Stromerfassungsabschnitt (26) kleiner ist
als das erfassungs-seitige Pad (15).

18. Halbleiterbauteil (1) nach Anspruch 15,
wobei der erfassungs-seitige Draht (23) kirzer ist
als der source-seitige Draht (22).

19. Halbleiterbauteil (1) nach Anspruch 15 oder
18, wobei der erfassungs-seitige Draht (23) und der
source-seitige Draht (22) sich ausgehend von der
Halbleiterschicht (2) in voneinander unterschiedli-
chen Richtungen erstrecken.
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20. Halbleiterbauteil (1) nach Anspruch 16, fer-
ner mit einem Paar von zweiten Randern (3A, 3C),
die sich in einer Richtung senkrecht zu dem ersten
Rand (3B) der Halbleiterschicht (2) erstrecken, ent-
lang dem der Stromerfassungsabschnitt (26) plat-
ziert ist, wobei der Stromerfassungsabschnitt (26)
naher an einem mittleren Punkt des ersten Rands
(3B) in Bezug auf das Paar von zweiten Randern
(3A, 3C) und entfernt von dem Paar von zweiten
Réandern (3A, 3C) positioniert ist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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FIG.10
S1
Epitaxiewachstum
S2 -
Implantierung von lonen vom p™-Typ
v
83 . +
Implantierung von lonen vom n*-Typ
S4 , & "
Implantierung von fonen vom p*-Typ
i
S5 . . :
Bildung eines Gate-Isolierfilms
4
S6 . )
Bildung einer Gate-Elektrode
S7 -
Bildung eines Zwischenschichtisolierfilms
y
S8 Bildung eines Kontaktloches
SO !
Bildung eines Oberflachenmetalls
4
S10 ) . )
Bildung eines Passivierungsfilmes
v
S11 , ) 5
Bildung einer Pad-Offnung

23/25




DE 11 2016 005 768 B4 2023.03.16

N\

A 9 g (€8 Sy )
o8 mwm v 8e Sy | 09 v ¥ oy a4 ow It Jm
\ - \\_\ P Z 7 7 \h.\. .\/\ 7 . 7 \,\ 7 N Z 7 ..m,‘ - \ \ ‘
[ 3y | A \ \ =% zw Frr r.\ =y 62
¢ - N S\2 4 ulﬂij \,rﬂ ],If
, r//f / A JA / i
@@ 7 7 7 T \ ; \ 7 \ \\
Mx. \\\\ 7 \QM \.\ \ \ \ \ 4 \ \ &» j
gL VS /ﬁ/N/Z/f

ﬁ/

MN Nm

§® Nm

mm Nm O_‘ m

L1 Ol

24/25



DE 11 2016 005 768 B4 2023.03.16

28 @< @e) 19 (e
@8 'y v op Iy T &8

oS NA\ 89 m.umi oz|\ Sy /[ vv mw\om\ wow\wmm,m\ ww/mm‘ e

A, s

A
N\,
&
-
S
N
-
N

GG ¢S (o5 <CS
cl o4

Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.

25/25



	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

